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【はじめに】我々は高い電気光学係数をもつ ZnTeに注目し、ZnMgTe/ZnTe光導波路の作製を行っ

ている[1]。一般的に反応性が高い硫酸系エッチャント(硫酸・過酸化水素・水)を用いたリッジ加工

を行ってきたが、エッチング表面には残留物が堆積してしまい、エッチング後の水洗いだけでは

残留物の除去が困難であった。堆積した残留物は光の散乱や吸収を起こし伝搬光強度の減衰が考

えられる。そこで、新たにフッ酸系エッチャント(フッ酸・硝酸・水)と塩酸による残留物除去法(リ

ンス)[2]に注目した。しかし、ZnTeに対するフッ酸系エッチングの報告例は少なく、残留物の有無

やエッチング表面・リッジ部分の平坦さ、エッチャントの混合比とエッチング速度の関係等が明

らかになっていない。本研究では ZnTe基板を用い、硫酸系及びフッ酸系エッチャントによる処理

について比較を行い、エッチング特性を明らかにした。また実際に光導波路にリッジ加工を施し、

伝搬光強度測定を行った。 

【実験方法】マスクパターンを施した ZnTe基板を硫酸系及びフッ酸エッチャントを用いて室温で

エッチングを行った。また各エッチャントで処理した表面に対してリンスを行った。残留物の組

成解析の為 EDXを利用した。またエッチャントの混合比とエッチング速度の関係を求めた。 

【実験結果】各エッチャントで処理した表面はどちらも変色してしまい残留物が確認された。そ

れらのサンプルに対してリンスを行ったところ、硫酸系エッチャントで処理したサンプル表面の

残留物は除去出来なかったが、フッ酸系エッチャントで処理したところサンプル表面は ZnTeの元

の色が現れた。そのサンプルの EDX測定を行ったところ、リンス前に比べ酸素の信号が減少して

おり残留物(酸化物)を除去できたと考えられる。また、断面を SEMで観察したところ、硫酸系エ

ッチャントに比べて表面やリッジ部分が滑らかであった(図 1)。フッ酸系エッチャントの混合比を

変化させエッチング速度を求めたところ(全てリンス済)、水の混合比が 20%の時、硝酸の混合比

を 40%から 70%にするとエッチング速度は 135µm/minから 375µm/minへ増大し、硝酸が多いほど

エッチング速度が速いことが明らかになった。よって、フッ酸系エッチャントとリンスで、リッ

ジ型光導波路の作製が可能との知見が得られた。 

リッジ型光導波路の特性評価に関しては当日報告予定である。 
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